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Начало развитию технологии молекулярно-лучевой эптаксии в ИФП СО 
РАН положили два человека, роль которых невозможно переоценить: это 
академик А.В. Ржанов (1920 – 2000г.г.), - первый директор ИФП СО РАН, и 
профессор С.И. Стенин (1940 – 1990г.г.) - основатель Российской школы 
физики и технологии МЛЭ. Первые установки МЛЭ были изготовлены в 
ИФП СО РАН в 1979 году. Несмотря на десятилетнее отставание от 
ведущих индустриальных стран, концентрация интеллектуальных, 
финансовых и производственных ресурсов, сотрудничество с Ижевским 
НИИ Электронного вакуумного машиностроения, КТИ ПМ, ИЯФ СО РАН и 
Опытным заводом СО РАН позволила создать сопоставимую по 
параметрам многокамерную систему  МЛЭ уже в 1992 году. В ней были 
воплощены оригинальные конструктивные принципы построения 
технологических машин МЛЭ и оптимизирован набор аналитических 
методик контроля процессов роста. Общая конфигурация установки 
включала в себя модуль подготовки и контроля качества подложки, модуль 
синтеза полупроводниковых гетероструктур, а также модуль для 
напыления металлических и диэлектрических пленок. Во всех модулях 
используются автоматизированные системы контроля и управления 
технологическими процессами. В настоящее время создаются 
технологические установки для получения наногетероструктур в 
университетских нанотехнологических центрах, в условиях полёта 
орбитальных космических аппаратов («ОКА-Т», «МАКС») и на 
международной космической станции.
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Из наиболее важного аналитического оборудования, разработанного и 
произведенного в ИФП СО РАН, можно выделить следующее: 

Система дифракции быстрых электронов на отражение (ДБЭО), 
позволяющая контролировать структуру и кристаллическое совершенство 
растущих слоев, а также оценивать скорости роста и состав отдельных 
слоев. 

Эллипсометр для измерения толщин и оптических свойств 
эпитаксиальных структур, контроля состава и шероховатости пленок, а 
также температуру подложки непосредственно в процессе роста. 

Поляризационный пирометр оригинальной конструкции для 
бесконтактного контроля температуры ростового процесса. 

В течение (1987 – 2009) годов в ИФП СО РАН было изготовлено 39 систем 
МЛЭ различной конфигурации, в том числе 89 сверхвысоковакуумных 
камер, более 100 дифрактометров и лазерных эллипсометров. 

На изготовленных в институте установках МЛЭ «Катунь», выращиваются 
гетероструктуры полупроводниковых соединений А3В5, а также А4В4 и А2В6 
для создания диодов Ганна миллиметрового диапазона (28 Ггц), 
монолитных интегральных схем, матричных инфракрасных фотоприемников 
на квантовых ямах GaAs – AlGaAs, GaAs – InGaAs – GaAs, для мощных 
СВЧ-транзисторов (диапазон 2–18 Ггц), лазеров с вертикальным 
резонатором, кремниевых полевых транзисторов с Ge нанокластерами в 
канале, фотоприемников ИК-диапазона на базе HgCdTe и GeSi/Si, для 
фотопреобразователей и для многих других полупроводниковых приборов.
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Автоматизированная 
компактная 

сверхвысоковакуумная 
установка нового поколения 
для молекулярно-лучевой 

эпитаксии 
полупроводниковых 

многослойных 
гетеросистем и 

наноструктур «Катунь 100»

Установка в зависимости от направлений её 
использования может состоять из нескольких 
специализированных вакуумных камер: камеры 
загрузки-выгрузки пластин-подложек с кассетной 
загрузкой (2 кассеты по 7 пластин диаметром 102 
мм); камеры эпитаксиального роста 
элементарных полупроводников и их твёрдых 
растворов (Si,Ge), металлических, 
диэлектрических слоев снабжаются электронно-
лучевыми испарителями, газовыми и 
плазменными источниками молекулярных 
пучков; камеры для выращивания 
полупроводниковых соединений А3В5, A3N и 
А2В6 могут содержать до 12 молекулярных 
источников, в том числе вентильного типа для 
сурьмы, фосфора и мышьяка.
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Двухкамерный вариант установки 
«Катунь 100» для выращивания 

наногетероструктур
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Двухкамерный вариант установки «Катунь 100» для 
выращивания наногетероструктур на основе соединений 

А3В5, элементарных полупроводников и их твёрдых 
растворов



                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                         

Размещение установок «Ангара» и «Катунь» 
1982-2009 г.г.

4 – камерные – 2 шт.    *   8 камер
3 – камерные – 17 шт.  * 51 камера
2 – камерные – 6 шт.    * 12 камер
1 – камерные – 14 шт.  * 14 камер
ИТОГО     39 установок     85 камер 
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